10-2004-0006380

(19) (KR)
(12) A)
(51) Int. CL7 (11) 10-2004-0006380
G11C 11/4091 (43) 2004 01 24
(22) 10-2002-0040651
(22) 2002 07 12
(71)
136-1
(72)
108-312
2 295-50
(74)

(54)




(Isolation)
Vext ,

, tDPL(data-in to precharge time)

, (inline)
V( )
, tRP(
, 1
1
bish
N1,N2 (10) ,

S N3~N5 (20)
; RTO,/S
PMOS P1,P2 NMOS

bisl BL,/BL (30)

(40) .

) (10,40) NMOS

tage) . ,

10-2004-0006380

(Shared) )
Vpp
Vss
(Leakage) ,
, tRAS
)
1
, 2
2 , 1, 2
BL,/BL (30) NMOS
blp BL,/BL NMO
BL,/BL
N6,N7 (30) ,
NMOS N8,N9
N1,N2,N8,N9 (Substrate vol
NMOS N1,N2,N8,N9



bish,bisl
(Equalizing) NMOS
blp
: 1)
Vpp
, bish( bisl)
MOS N8,N9( N1,N2)
0os N8,N9( N1,N2)
Vbb ;
) (20) NMOS
) (3)
bish  bisl
BL /BL
Vbb ,
, 3
3 , bleq
oS N10 NMOS N19
NMOS N11,N12
BL,/BL
N13,N14 (60)
) bleq
(v0) , bisl
MOS N17,N18 (80)
, NMOS N10,N19
/
/BL (Direct)
, NMOS N10,N19
(Negative bias)
NMOS

/BL

10-2004-0006380

(Negative bias)

N3~N5S

(x-address)

bish bisl
NMOS N1,N2( N8,N9) . N
, NMOS N8,N9( N1,N2) NM
bish( bisl)
N3~N5
2 (30
. , 4)
NMOS N1,N2,N8,N9 . ,
Vblp(half Vcc)
N1,N2,N8,N9
BL /BL NM
bish BL,/BL (60)
(50) , CSP,CSN
PMOS P3,P4 NMOS
BL,/BL NMOS N15,N16
BL,/BL (60) N
bleq . , BL
tRP
bleq
N10,N19 BL



, tRAS

ent)

(57)

tRP

10-2004-0006380

(Icc curr



10-2004-0006380

= =
= S N
~ 5 | L
o3 u_ I . 1 “
== | |
St~ I R 1 - ey
| = = ! =
= 1 _ _
[}
o Hoels il
L]
! 2 1 ! = =
K3 o = A = A e
m |7|_ ﬁl_ =
= ﬂ o . B ﬂ
= = pe
)
g —

=2]z}A]

. Cell

i

)

>i<,1

3 —
<0 o &=
= e
= - ==
Il
1] MI\I E
%.._1/\ Ellnlulﬁlx ]
T
R
il _
o =
ar 4]
_ _
[
= =]
& 2 3
(==

(4

(3

(2)

(1)



10-2004-0006380

/BL

EL

% N10

N1Z
IC

CSP

T[Pﬁl
l—{[Nla’-l

CSN

P3 ])rT
m]}l

B

m B

N19

bish N1l
|-

bleqg



	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	명세서
	도면의 간단한 설명
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성 및 작용
	발명의 효과


	청구의 범위
	도면
	도면1
	도면2
	도면3



